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4.1 Estructura 
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4.1 Estructura 

Diodo: Dispositivo formado por dos uniones semiconductoras de 

tipo p y tipo n o la unión de un semiconductor y un metal 

Símbolo 

Semiconductor  

tipo p 
Semiconductor  

tipo n 

Ánodo Cátodo 

dI

dV

Ánodo Cátodo 



4 

4.1 Estructura 
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4.1 Estructura 

Condensadores en el Diodo: 
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4.1 Estructura 

Funcionamiento en Polarización: 
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4.1 Estructura 

Funcionamiento en Polarización: 

Aplicación de V>0 (Zona Directa) 
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4.1 Estructura 

Funcionamiento en Polarización: 

Aplicación de V>0 (Zona Directa) 
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4.1 Estructura 

Funcionamiento en Inversa: 

Aplicación de V<0 
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4.2 Modelos 

Modelo (Z. Directa y Z. Inversa) 
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4.2 Modelos 
Análisis de Circuitos como dispositivos no-lineales 

Id 

Vd 

dDd

dDd

vvV

iiI





D

D

v

i

Análisis del punto de trabajo: 

Polarización 

Análisis de Pequeña Señal 

D

D

v

i





),( DD vi

Dv

Di



12 

4.2 Modelos 
Diodo 
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4.2 Modelos 
Diodo Zener 

Modelos 
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4.2 Modelo 
Curva del diodo (D1N4148) 
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4.2 Modelo 
Circuito sencillo con Diodo 
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4.2 Modelo 

Circuito sencillo con Diodo 
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4.2 Modelo 
Diodo: (Otros tipos de diodos) 

Diodo Varicap: Diodos con alta capacidad parásita variable dependiente de la 

tensión inversa aplicada 

Diodo LED: Diodos capaces de emitir luz cuando están polarizados en directa 

Fotodiodos: Diodos preparados para conducir en inversa una corriente 

eléctrica proporcional a la luz con la que son iluminados 
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